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１．概要（Summary） 

チャネリング条件を用いて GaNへと Si をイオン注入し

た場合のドーピングプロファイルを明らかにすることを目

的に，二次イオン分析装置を利用し分析を行った．チャネ

リング条件下ではランダム条件に比べて，2 倍程度奥深く

までドーピング可能なことが示された． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

走査電子顕微鏡（SEM）、二次イオン分析装置 

【実験方法】 

ホール濃度 1×1017 cm-3を有する(0001)p-GaNテンプ

レートを用意し，本学(豊橋技術科学大学)に設置されて

いるイオン注入装置を用いて Siイオンを注入した．チャネ

リング条件がドーピングプロファイルに与える影響を調べ

るために，異なる入射角度や加速電圧で注入を行った．

入射角度は c 軸に対して 0˚から 10˚の範囲で変化させ，

加速電圧は 40kVから 150kVの範囲で変化させた．加速

電圧依存性を調べた際の入射角度は 0˚である．いずれ

の試料においても Si ドーズ量は 4×1014 cm-2で一定とし

た．またイオン注入後は試料をアンモニア，窒素混合雰

囲気下，アニール温度 1000˚Cにて 2分間結晶回復アニ

ールを行った．これらの試料に対して二次イオン分析装

置(広島大学)を用いることで Si イオンのドーピングプロフ

ァイルを評価した．またホール効果測定によりシートキャリ

ア濃度の評価を行った 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図1にSiドーピングプロファイルのイオン入射角度依存

性を示す．ピーク深さは入射角度が 10˚から 0˚ へと変化

するに伴い，175nmから 65nmへとシフトした．入射角度

10˚のドーピングプロファイルは TRIM シミュレーションによ

るドーピングプロファイルとよく一致した．次に，ドーピング

プロファイルの加速電圧依存性を評価したところ，加速電

圧が 40kVから 150kVへと増大したことによってピーク深さ

は50nmから270nmへと深くなった．チャネリング条件にお

けるピーク深さはいずれの加速電圧においても TRIMシミ

ュレーションから見積もられたピーク深さの約 2倍程度とな

った． 

入射角度 0˚，加速電圧 40kV で Si イオンを注入した試

料のホール効果測定を行ったところ，Si ドーズ量 3×1015

～9×1015 cm-2の範囲においてはいずれも p型からn型へ

と極性反転したことが確認され，ドーズ量の増加とともにシ

ートキャリア濃度が増加することが確認された．またいずれ

の Siドーズ量においてもその Siイオン活性化率は 20%程

度であった． 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 
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Fig. 1. Tilt angle dependence of Si doping 

profile 


